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Аннотация. Экспериментально исследованы электродинамические характеристики полудискового экра-

нированного диэлектрического резонатора в 8-мм диапазоне длин волн. Для возбуждения колебаний шеп-

чущей галереи в таком резонаторе предложено использование «щелевой линии». Установлено, что пред-

ложенный способ возбуждения является эффективным и позволяет возбуждать в экранированном диэлек-

трическом резонаторе высокодобротные колебания высших порядков не внося дополнительных потерь

энергии. Для разрежения спектра колебаний исследуемого резонатора предложено его частичное экрани-

рование
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ВВЕДЕНИЕ

Открытые дисковые и шаровые диэлек-

трические резонаторы (ДР) с колебаниями

шепчущей галереи (ШГ) обладают признан-

ными достоинствами в миллиметровом диа-

пазоне длин волн. Их главным достоинством

являются высокие значения добротности,

близкие к значениям, обусловленным резо-

нансными потерями энергии в материале ре-

зонатора [1, 2].

Наряду с ДР в виде диэлектрических тел

вращения в ряде СВЧ-устройств используются

их половины, расположенные на плоском про-

водящем зеркале [2, 3]. Последнее, по сути, за-

меняет недостающую половину диска или

шара и создает возможность эффективного

возбуждения колебаний ШГ при локальной

связи ДР с прямоугольным волноводом.

Однако наряду с очевидными преимуще-

ствами таких резонаторов они имеют следую-

щие недостатки при использовании в конкрет-

ных устройствах и приборах.

1. Открытый характер диэлектрических

резонаторов является источником электромаг-

нитных помех, которые они могут создавать.

При этом негативным является как их воздей-

ствие на расположенные поблизости и незащи-

щенные элементы СВЧ-цепей, так и обратное

влияние внешнего излучения на формирова-

ние селективных свойств диэлектрических ре-

зонаторов.

Основным методом борьбы с подобным

паразитным электромагнитным влиянием яв-

ляется экранирование диэлектрических резо-

нансных структур. Однако, как показано в

публикациях по изучению свойств диэлектри-

ческих резонаторов, экранирование приводит

к существенному сгущению спектра колеба-

ний [4, 5].

Наряду с колебаниями ШГ в экранирован-

ных ДР существуют и так называемые лучевые
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